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前言

　　为了更好地适应当前我国高等教育跨越式发展需要，满足我国高校从精英教育向大众化教育的重
大转移阶段中社会对高校应用型人才培养的各类要求，探索和建立我国高等学校应用型人才培养体系
，全国高等学校教学研究中心（以下简称“教研中心”）在承担全国教育科学“十五”国家规划课题
——“21世纪中国高等教育人才培养体系的创新与实践”研究工作的基础上，组织全国100余所以培养
应用型人才为主的高等院校，进行其子项目课题——“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创
新与实践”的研究与探索，在高等院校应用型人才培养的教学内容、课程体系研究等方面取得了标志
性成果，并在高等教育出版社的支持和配合下，推出了一批适应应用型人才培养需要的立体化教材，
冠以“教育科学‘十五’国家规划课题研究成果”。
　　2002年11月，教研中心在南京工程学院组织召开了“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的
创新与实践”课题立项研讨会。
会议确定由教研中心组织国家级课题立项，为参加立项研究的高等院校搭建高起点的研究平台，整体
设计立项研究计划，明确目标。
课题立项采用整体规划、分步实施、滚动立项的方式，分期分批启动立项研究计划。
为了确保课题立项目标的实现，组建了“2l世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”课
题领导小组（亦为高校应用型人才立体化教材建设领导小组）。
会后，教研中心组织了首批课题立项申报，有63所高校申报了近450项课题。
2003年1月，在黑龙江工程学院进行了项目评审，经过课题领导小组严格的把关，确定了首批9项子课
题的牵头学校、主持学校和参加学校。
2003年3月至4月，各子课题相继召开了工作会议，交流了各校教学改革的情况和面临的具体问题，确
定了项目分工，并全面开始研究工作。
计划先集中力量，用两年时间形成一批有关人才培养模式、培养目标、教学内容和课程体系等理论研
究成果报告和在研究报告基础上同步组织建设的反映应用型人才培养特色的立体化系列教材。
　　与过去立项研究不同的是，“21世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”课题研究
在审视、选择、消化与吸收多年来已有应用型人才培养探索与实践成果基础上，紧密结合经济全球化
时代高校应用型人才培养工作的实际需要，努力实践，大胆创新，采取边研究、边探索、边实践的方
式，推进高校应用型本科人才培养工作，突出重点目标，并不断取得标志性的阶段成果。
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内容概要

　　《模拟电子技术基础》是教育科学“十五”国家级规划课题研究成果，为满足高等学校应用型人
才培养需要而编写。
《模拟电子技术基础》由半导体二极管及其电路分析、半导体三极管及其电路分析、放大电路基础。
负反馈放大电路、放大电路的频率响应、模拟集成放大器的线性应用、集成模拟乘法器及其应用、信
号发生电路、直流稳压电源等九章和若干附录组成。
 《模拟电子技术基础》重点突出，强调应用，加强基本概念、基本理论的分析，加强集成电路应用技
术的讨论，注意将理论讲授、课堂讨论、自学、作业等教学环节有机结合，以充分调动学生学习的积
极性和主动性。
书中每节后都有讨论题，每章后有小结和习题。
 《模拟电子技术基础》可作为高等学校电气信息和电子信息类各专业“模拟电子技术基础”、“线性
电子线路”等课程的教材和教学参考书，也可作为有关工程技术人员的参考书。
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章节摘录

　　第1章　半导体二极管及其电路分析　　引言　半导体二极管是最简单的半导体器件，它由一
个PN结构成，其主要特性是单向导电性。
利用二极管可以构成整流电路、限幅电路、门电路、低电压稳压电路等多种应用电路。
为了帮助理解半导体器件的工作原理和特性，本章首先介绍半导体的基本知识和PN结的单向导电性；
然后重点介绍普通二极管的主要特性，并结合实例介绍二极管的基本应用电路及其分析方法；最后，
简要介绍几种特殊二极管。
　　1．1半导体的基础知识　　导电能力介于导体和绝缘体之间的物质称为半导体。
在自然界中属于半导体的物质很多，用来制造半导体器件的材料主要有硅（si）、锗（Ge）和砷化镓
（GaAs）等，其中单晶结构的硅是目前最常用的半导体材料。
所谓单晶，是指晶格排列完全一致的晶体，而晶体是指由原子、离子或分子按照一定的空间次序排列
而形成的具有规则外形的固体。
硅和锗半导体都是晶体，因此，半导体管也常称为晶体管。
　　1．1．1 本征半导体　　纯净的具有晶体结构的半导体称为本征半导体。
纯净的硅和锗都是四价元素，其原子的最外层轨道上有四个电子（称为价电子），因此可用图1．1．1
（a）所示的简化模型表示其原子结构，图中的“+4”代表四价元素原子核和内层电子所具有的净电
荷，外圈上的4个黑点表示4个价电子。
在本征硅（或锗）半导体中，原子形成有序的排列，价电子为相邻的原子所共有，这种结构称为共价
键。
每个原子都和相邻的4个原子相结合组成4对共价键，如图1．1．1（b）所示。
共价键中的价电子将受到共价键的束缚，在绝对零度且无光照时，价电子不能摆脱共价键的束缚，这
时的本征半导体不能导电。
　　在室温或光照下，少数价电子能够获得足够的能量摆脱共价键的束缚成为自由电子，同时在共价
键中留下一个空位，如图1．1．1（b）所示，这种现象称为本征激发，这个空位称为空穴。
本征激发将成对地产生自由电子和空穴。
原子失去价电子后将带正电，可等效地看成是因为有了带正电的空穴。
空穴很容易吸引邻近共价键中的价电子去填补。
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